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国際会議 5件、依頼講演 1件、大会発表 14件、特許申請4























機 EL素子を実現し、輝度 17,000 cd/m2(@100 mA/cm2)、










































諸性能を評価した。その結果、チャネル長 6 μmの トラン
ジスタで、ゲー トー ドレイン、ソース間のオーバーラップ
部の幅 0。8 μm、線形領域より評価 した電界効果移動度
0.12 cm2/vs、しきい電圧 -lVを得た。また、得られたゲ
ー ト容量 1.55 pF、相互コンダクタンス 1.8 μSより求めた











































本プロジェクト研究に関連して、特許化4件、特許出願 20件を行 うとともに、論文 36
編、著書執筆4編 (印刷中含)、国際会議発表 22件、依頼講演22件、雑誌執筆2件、展示
会出展4件、大会発表63件、新開発表 2件で広く公開し、権利化と広報活動に努めてきた。
(4)プロジェクト成果の応用 ・効果 ・構想
本プロジ平クトの成果で、従来有機電子デバイスの高性能化が図れるとともに、独自の複
合化技術を導入することで多機能有機電子デバイスの実現が期待され、情報通信界の主要部
材としての利活用が期待される。
本プロジェクト関連の申請特許を基に特許の権利行使の有効活用が可能であり、起業化ヘ
向けて中部地区15社による新エネルギー・産業技術総合開発公募の予算申請等を実施中で、
得られた成果による初期的製品の実現へ向け検討中であり、本プロジェクト展開の延長上で
の起業化を目指してゆく。
(5)利用施設
・超微細素子作製観察装置室
微細パターン形成、フォ トリ
・超微細素子作製観察システム
・デバイス評価装置
ソグラフィ、デバイス評価等に使用。
・配線パターン形成装置
・極低温測定装置
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